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Core/shell quantum dots (c/s QDs) consist of the epitaxial growth of shell semiconductor 

layers on core QDs. While pressure-dependent steady-state physical properties have been 

reported, the understanding of the elementary exciton processes remains unclear. In this study, 

we synthesized CdSe/ZnS and CdSe/CdS c/s QDs and elucidated the pressure-dependent 

elementary exciton processes using fs-transient absorption spectroscopy under applied pressure. 
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圧力印加に対する応答は半導体により異なり、それぞれの半導体は物質固有の体積

弾性率を有している。コアシェル半導体量子ドット (c/s QDs) は、コアとシェルが異

なる半導体より構成されているので圧力に対する応答はコアとシェルで異なってお

り、ヘテロ界面での格子不整合率は圧力により変化する。これまでに、c/s QDs の定

常光を用いた光物性の圧力依存性は報告されているものの 1)、励起子素過程は未解明

な点が残されている。本研究では CdSe QDs をコアとし、ZnS もしくは CdS がエピタ

キシャル成長した c/s QDs を合成し、ダイヤモンドアンビル

セル (DAC) を用いて圧力印加を行なった。シェルの違いが

及ぼす励起子素過程の圧力依存性は､フェムト秒過渡吸収分

光(fs-TAS) により解析を行ったので報告する。 

既報 2, 3)を参考に CdSe/ZnS QDs と CdSe/CdS QDs を合成

し、各種機器分析により構造解析を行った。透過型電子顕微

鏡観察から CdSe QDs は 3.6 ± 0.2 nm、CdSe/CdS QDs と

CdSe/ZnS QDs はそれぞれ 4.3 ± 0.4 nm、5.0 ± 0.4 nm である

ことが分かり、シェルがエピタキシャル成長していた 

(Figure 1)。fs-TAS の結果、CdSe/ZnS QDs では、1S 励起子吸

収のブリーチ信号が観測された。DAC を用いて圧力を印加

すると、このブリーチ信号は青色偏移することが分かり、こ

れは圧力印加により電子構造が変化したためであると考え

ている。発表当日は、発光分光も含めシェルの違いが及ぼす

励起子素過程の圧力依存性を議論する。 
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Figure 1. TEM images 
of (a) CdSe QDs, (b) 
CdSe/ZnS QDs, and (c) 
CdSe/CdS QDs. 
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